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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板であって、
　前記基板上に形成された回路と、
　前記基板上に形成された光透過領域と、
　前記光透過領域に一致する前記基板の表面に一体的に形成され前記回路に電力を供給す
るフォトダイオードであって、複数のドープされた領域の組合せにより電気的及び光学的
に隣接回路及び素子から分離されるように前記基板上に形成され、光の照射により光起電
圧を発生する少なくとも２つの逆ドープされた領域を含むフォトダイオードと、
を有してなることを特徴とする基板。
【請求項２】
　前記フォトダイオードを形成する前記複数のドープされた領域の組合せが、Ｎ型の井戸
領域に一体化された高濃度にドープされたＰ型の領域を含むことを特徴とする請求項１記
載の基板。
【請求項３】
　前記高濃度にドープされたＰ型の領域が、前記Ｎ型の井戸領域内において浅い拡張部を
有していることを特徴とする請求項２記載の基板。
【請求項４】
　前記フォトダイオードが、前記Ｎ型の井戸領域内に形成された高濃度にドープされたＮ
型の領域を更に有していることを特徴とする請求項２記載の基板。
【請求項５】
　前記フォトダイオードが、前記Ｎ型の井戸領域の前記高濃度にドープされたＮ型の領域
において電気的に分離されていることを特徴とする請求項４記載の基板。
【請求項６】
　前記半導体基板が、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）型基板であり、前記フ
ォトダイオードを形成する前記複数のドープされた領域の組合せが指型配列を構成するよ
うＮ型領域近傍に配された高濃度にドープされたＰ型の領域を含んでいることを特徴とす
る請求項１記載の基板。
【請求項７】
　前記フォトダイオードの接合の向きが略垂直であることを特徴とする請求項１記載の基
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板。
【請求項８】
　前記フォトダイオードの接合の向きが略水平であることを特徴とする請求項１記載の基
板。
【請求項９】
　光源からの光が前記基板の表面に達することができる前記光透過領域が、前記複数のド
ープ領域の組合せを含む側と対向する前記半導体ウェハーの裏面側に位置していることを
特徴とする請求項１記載の基板。
【請求項１０】
　前記フォトダイオードが設けられている表面に下側から光を照射して前記基板に電流を
誘起するよう前記フォトダイオードを駆動できることを特徴とする請求項１記載の基板。
【請求項１１】
　前記フォトダイオードが、多角形のレイアウトを含むことを特徴とする請求項１記載の
基板。
【請求項１２】
　前記多角形のレイアウトが、同心形状またはリング形状であることを特徴とする請求項
１１記載の基板。
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